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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
(a) 固体容量(ｇ／ｍＬ)及び粘度を調整するために、低圧で濃縮することによりコーティ
ングプロセスで放出される無駄なフォトレジスト溶液から過剰な溶液を抽出し、又は、フ
ォトレジストシンナーによりコーティングプロセスで放出される無駄なフォトレジスト溶
液を希釈し、
(b) 前記濃縮又はシンナーの追加の後、前記コーティングプロセスで放出される無駄なフ
ォトレジストの固体容量(ｇ／ｍＬ)（Ｃ0）及び粘度（μ0）を測定し、そして監視し、
(c) 濃縮された又は希釈された、前記コーティングプロセスで放出される無駄なフォトレ
ジストの固体容量(ｇ／ｍＬ)及び粘度が、下記監視方法によって決定された、固定スピン
速度での目標厚（Ｈf）を得るための所定の値に達したときは、濃縮又は希釈プロシージ
ャを中断し、
　ここで当該監視方法は、
(i) フォトレジストシンナーで前記コーティングプロセスで放出される無駄なフォトレジ
ストを異なる粘度（μ0）に希釈し、
(ii) 固定スピン速度で、異なる粘度及びそれらのコーティングされた厚さ（Ｈf）とを備
えた前記フォトレジストの固体容量(ｇ／ｍＬ)（Ｃ0）を測定し、
(iii) ステップ(i)及び(ii)を使用して前記コーティングプロセスで放出される無駄なフ
ォトレジストの粘度、固体容量(ｇ／ｍＬ)及び膜厚の関係を確立し、これにより、式（Ｉ
）Ｈf=ｋ0Ｃ0

αμ0
βの定数ｋ0、α及びβの値を得、
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(iv) ステップ(iii)で得られた既知の定数ｋ0、α及びβを備えた式（Ｉ）Ｈf=ｋ0Ｃ0
α

μ0
βに実際の作動で所望される目標厚を代入して、再生されたフォトレジストの目標固

体容量(ｇ／ｍＬ)及び粘度を計算し、
(v) 前記フォトレジストが再生されたフォトレジストとしてリサイクルできうるかどうか
判断するために、ステップ(iv)で得られた目標値に近い値を観察するために、再生されう
るフォトレジストの固体容量(ｇ／ｍＬ)及び粘度のそれぞれを独立して測定して監視する
、
ステップを有するものであり、
そして、
(d) 粒子を除去して再利用することができる再生されたフォトレジストを得るために、濃
縮又は希釈された前記コーティングプロセスで放出される無駄なフォトレジストを濾過装
置に通す、
という各ステップを有することを特徴とするフォトレジスト再生のプロセス。
【請求項２】
　前記コーティングプロセスで放出される無駄なフォトレジストの固体容量(ｇ／ｍＬ)が
、新鮮なフォトレジストのものよりも低いときは、前記ステップ(a)における低圧での濃
縮が実行されることを特徴とする請求項１に記載のプロセス。
【請求項３】
　前記コーティングプロセスで放出される無駄なフォトレジストの固体容量(ｇ／ｍＬ)が
、新鮮なフォトレジストのものよりも高いときは、前記ステップ(a)におけるフォトレジ
ストシンナーでの希釈が実行されることを特徴とする請求項１に記載のプロセス。
【請求項４】
　ステップ(a)の濃縮プロセスにおいて、絶対圧力が3cm Hgよりも小さく、動作温度が０
乃至４０度であることを特徴とする、請求項１に記載のプロセス。
【請求項５】
　ステップ(a)の濃縮プロセスにおいて、絶対圧力が3cm Hgよりも小さく、動作温度が３
０度であることを特徴とする、請求項４に記載のプロセス。
【請求項６】
　ステップ(a)のフォトレジストシンナーが、プロピレングリコールモノメチルエーテル
（ＰＭ）とプロピレングリコールモノメチルエーテルプロピオナート（ＰＭＰ）の混合で
あることを特徴とする、請求項１に記載のプロセス。
【請求項７】
　ステップ(b)のフォトレジストの固体容量(ｇ／ｍＬ)が、吸光度の測定から得られた、
ことを特徴とする請求項１に記載のプロセス。
【請求項８】
　ステップ(b)の吸光度が、400乃至700nmの波長範囲において測定される、ことを特徴と
する請求項７に記載のプロセス。
【請求項９】
　吸光度が、590nmで測定される、ことを特徴とする請求項８に記載のプロセス。
【請求項１０】
　ステップ(d)の濾過装置が、0.1乃至1.0μｍの孔サイズを備えた少なくとも１つのフィ
ルタ部材を有する、ことを特徴とする請求項１に記載のプロセス。
【請求項１１】
　ステップ(d)の濾過装置が、1.0μｍ、0.2μｍ、及び0.1μｍのフィルタ部材をかかる順
番で並んで配置して有することを特徴とする請求項１０に記載のプロセス。
【請求項１２】
　前記コーティングプロセスで放出される無駄なフォトレジスト溶液が、光電子工学又は
半導体プロセスからの無駄なフォトレジスト溶液からなることを特徴とする請求項１１に
記載のプロセス。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無駄なフォトレジストを回復及び再利用するための監視方法、プロセス及び
システムを提供する。
【背景技術】
【０００２】
　フォトレジストは、半導体プロセスにおいて重要なケミカルである。適当な波長の光を
露光した後、フォトレジスト材料の露光された部分は、架橋によって硬化するように化学
反応し、その結果、現像剤と素早く反応して化合物となる。連続した現像プロセスを通し
て、露光されたパターンは現像される。
【０００３】
　半導体プロセスでは、フォトレジストは一般的には、スピンコーティングによってガラ
ス基板上に堆積される。均一なコートを得るために、典型的にはフォトレジストは過剰な
量で供給される。一般的には、供給されたフォトレジストの約1/10が、ガラス基板に堆積
され、残りは内壁にスピンされ、又は、収集タンク内に放出される。コーティングプロセ
ス中、機械は、内壁のフォトレジストを洗い落とすために溶液で周期的に内壁を濯ぎ、溶
液及びフォトレジストは収集タンク内に流される。収集タンクのフォトレジストは、大量
のクリーニング溶液によって希釈され、又は、異なるコーティングプロセスでは、吸気の
結果として濃縮される。
【０００４】
　近年、開発努力がポジ及びネガフォトレジスト並びにフォトレジスト厚に注がれている
。新たに開発された厚いフォトレジストは高価であり、従って、製造コストが増加する。
プロセスにおいて生成された無駄なフォトレジストの処理はまた問題となる。無駄なフォ
トレジストがリサイクル及び再利用でき得るならば、低コストを助け、汚染の可能性を低
減させうる。
【０００５】
　台湾特許第389850号は、過剰なフォトレジストとクリーニング溶液との混合物を所定の
インターバルで収集するために、スピンコータセット内の駆動モータを変動する速度で使
用する「スピンコータから放出されたフォトレジストを再生するための装置」を開示する
。この特許された技術は、無駄なフォトレジスト溶液を再生するための方法だけが提供さ
れており、リサイクルされた無駄なフォトレジストの再利用は開示されていない。日本国
特許2002-23388は、有機溶液回復装置とこの装置を使用したパターン形成方法が開示され
ており、減圧下で溶液とフォトレジストとを分離する方法が提供されている。この方法は
、フォトレジストと溶液との両方をリサイクルするが、リサイクルされたフォトレジスト
の品質管理と、分離プロシージャの監視の詳細は提供されていない。別の日本国特許11-1
33619号は、フォトレジストをリサイクルするための方法を開示し、無駄なフォトレジス
トとＥＢＲを包含する無駄な溶液を収集し、その固体容量を測定し、固体容量が高すぎる
ならば、濃度を調整するように溶液が加えられ、逆の場合は、過剰な溶液を蒸発させる。
続いてフォトレジストは粒子及び汚染物を除去するために濾過される。この特許は、フォ
トレジストの再生の概念だけを提供するが、フォトレジストを調整し回復させるための特
定の制御条件は提供しない。
【０００６】
　本発明は、無駄なフォトレジストを回復させ、全ての種類のプロセスにおいて再利用す
る、フォトレジスト再生プロセスの組み合わせにおいて、リサイクルされたフォトレジス
トの量を監視することができるフォトレジストの再生を監視するための特定の方法を提供
する。本発明は、低製造コストを助けるだけでなく、大量の無駄な流体の排出によって生
ずる汚染問題を最小にする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　異なるコーティングプロセスに関し、無駄なフォトレジストは、プロセスで使用された
クリーニング溶液により希釈され、又は、空気吸引の結果として濃縮される。本発明は、
まさに記載したいずれかの状態で、無駄なフォトレジストを再生する方法及びシステムを
提供する。本発明はまた、再生されたフォトレジストが異なるプロセスの膜厚要求を満た
すことを保証するように、フォトレジスト再生を監視する方法を提供する。
【０００８】
　フォトレジスト生成の監視方法は以下のステップを有する：
(a)フォトレジストシンナーで無駄なフォトレジストを異なる粘度（μ0）に希釈し、
(b)固定されたスピン速度で、異なる粘度（μ0）とそれらの膜厚（Ｈf）を備えた前記フ
ォトレジストの固体容量（Ｃ0）を測定し、
(c)無駄なフォトレジストの粘度、固体容量、及び膜厚の関係を確立するためステップ(a)
と(b)を使用し、それにより式（Ｉ）Ｈf=ｋ0Ｃ0

αμ0
βの定数ｋ0、α、及びβの値を得

、
(d)再生されたフォトレジストの目標固体容量と粘度を計算するために、ステップ(c)で得
られた定数ｋ0、α、及びβを備えた式（Ｉ）Ｈf=ｋ0Ｃ0

αμ0
βに実際の作動で所望され

る目標厚さを代入し、
(e)前記フォトレジストが再生されたフォトレジストとしてリサイクルできうるかどうか
判断するように、ステップ(d)で得られた目標値に対するそれらの近接を観察するために
、再生されうるフォトレジストの固体容量と粘度を監視する。
【０００９】
　本発明では、用語「無駄なフォトレジスト」は、フォトレジスト再生プロセスで処理さ
れていないが、使用されていて廃棄されるフォトレジストを意味する。無駄なフォトレジ
ストは、クリーニング溶液の混合液で希釈され、空気吸引の結果として濃縮され、その固
体容量及び粘度が変化する。用語「再生されたフォトレジスト」は、固体容量調整、粘度
調整、及び、不純物の除去の処理ステップを介された無駄なフォトレジストを意味する。
上述の処理ステップの後、再生されたフォトレジストは、固体容量及び粘度に関して利用
仕様を満たし、プロセスで再利用され得る。用語「目標厚」は、固定スピン速度で作られ
た再生されたフォトレジストの期待される膜厚を意味する。
【００１０】
　フォトレジスト再生のプロセスは、以下のステップを有する：
(a)低圧で濃縮することにより無駄なフォトレジスト溶液から過剰な溶液を抽出し、又は
、その固体容量（Ｃ0）及び粘度（μ0）を調整するためにフォトレジストシンナーで無駄
なフォトレジスト溶液を希釈し、
(b)濃縮又は、シンナーの追加の後、無駄なフォトレジストの固体容量（Ｃ0）及び粘度（
μ0）を監視し、
(c)濃縮され又は希釈された無駄なフォトレジストの固体容量及び粘度が、固定スピン速
度で目標厚（Ｈf）を得るために上述の監視方法によって求められた所定の値に達したと
き、濃縮又は希釈プロシージャを中断し、
(d)無駄なフォトレジスト内の粒子を除去し、再利用することができる再生されたフォト
レジストを得るために、濃縮又は希釈された無駄なフォトレジストを濾過装置に通す。
【００１１】
　フォトレジスト再生システムは、
　ロータリー蒸発器、溶液分配装置、低温ウォーターバス、及びウォーターパワー吸引ポ
ンプを備えた無駄なフォトレジスト調整装置と、
　分光光度計と粘度計を備えた監視装置と、
　1.0～０．１μｍの範囲の孔サイズを備えた少なくともフィルタを含む濾過(フィルタリ
ング)装置と、を有する。
【００１２】
　本発明に関するフォトレジスト再生プロセスから得られ、半導体プロセスに使用できる
再生されたフォトレジストが提供される。
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【００１３】
　本発明は、低圧化で濃縮により無駄なフォトレジスト溶液からクリーニング溶液を除去
し、溶液の追加によりその溶液比を調節し、再生されたフォトレジストの固体容量及び粘
度を求め、目標膜厚に達するように、粘度、固体容量及び膜厚の間の関係による数量化式
を確立する。コーティングのテスト、露光、及びエッチングの後、本発明によって得られ
た再生されたフォトレジストの性能は、新鮮なフォトレジストの仕様に近いものを示し、
本発明で開示された方法がフォトレジストを再生することができ、コスト低減の目的及び
リソースリカバリを達成するために、再生されたフォトレジストの品質を有効に監視する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　フォトレジストコーティングプロセスにはドライフィルムとウェットフィルムとがある
。ウェットフィルムの厚さは、フォトレジストの運動粘性に依存する（μ／ρ；μはフォ
トレジストの粘度、ρはフォトレジストの密度である）。溶液の比率はまた、ウェットフ
ィルムの厚さに影響する。フォトレジストコーティング後に基板を焼く際に、フォトレジ
ストの固体容量はまた、そのフィルム厚に影響し、高い固体容量がより厚いフィルムを作
り、低い固体容量が薄いフィルムを作る。上記記述及び多数の過程に基づき、ドライフィ
ルム厚とウェットフィルム厚の間の関係は、以下のように式で表される（Meyerhofer, D
、「スピンによって生成されたレジストフィルムの特徴」、J.Appl.Phys.,49(7), pp.399
3-3997、1978）：
　　Ｈf=(３／２)1/3κ1/3Ｃ0(１－Ｃ0)

-1/3ρ-1/3μ0
1/3Ω-1/2・・・・・・（II）

　　Ｈf：ドライフィルム厚（定数）
　　κ：定数、溶液関連
　　Ｃ0：初期固体容量
　　ρ：密度
　　μ0：初期溶液粘度
　　Ω：スピン速度
【００１５】
　実験結果は、式（II）は、ドライフィルム厚、固体容量及び粘度の正確な関係を識別す
ることができないことを示している。また、フォトレジストを分配するスピン速度とフォ
トレジスト密度は一般に固定される。フォトレジスト密度とスピン速度が固定された値で
あるという前提下で、式（II）におけるスピン速度及び密度因子は、定数に組み入れられ
、フィルム厚の関係を表す簡略化された式（Ｉ）として、固体容量及び粘度が、再生され
たフォトレジストの品質管理に関する数量化式として提案される。
【００１６】
　　Ｈf=ｋ0Ｃ0

αμ0
β・・・・・・（Ｉ）

　　ｋ0、α、β：定数
　　Ｃ0：溶液の固体容量
　　μ0：溶液の粘度
　ここで、ｋ0、α及びβの値は、以下の例で例示されるような実験から得られうる。固
体容量が吸光度によって表されるのであれば、本発明はその吸光度及び粘度を監視するこ
とにより、再生されたフォトレジストの品質を管理する。
【００１７】
　本発明は、フィルム厚、固体容量及び粘度の関係を表す式（Ｉ）を使用してフォトレジ
ストの再生に関する監視方法を提供する。前記方法は、一定のスピン速度下での無駄なフ
ォトレジストのフィルム厚と、異なる粘度及び固体容量との間の関係を識別し、そこから
式（Ｉ）の定数ｋ0、α及びβが得られ、それにより、その式から、再生されたフォトレ
ジストの固体容量と所望の粘度を決定する。
【００１８】
　上述の監視方法は、以下のステップを有する：
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　最初に、フォトレジストシンナーで無駄なフォトレジストを異なる粘度に希釈し、
　次いで、異なる粘度（μ0）下での無駄なフォトレジスト溶液（Ｃ0）の固体容量と、固
定されたスピン速度下でのフィルム厚（Ｈf）を決定し、
　式（Ｉ）Ｈf=ｋ0Ｃ0

αμ0
βの定数ｋ0、α、βの値を見つけるために上で測定された無

駄なフォトレジストの粘度、固体容量、及びフィルム厚の関係を使用し、
　続いて、再生されたフォトレジストの管理標準である所望の固体容量及び粘度を計算す
るために、実際の作動で望まれる目標厚さを式（Ｉ）に代入し、
　濃縮され又は希釈された無駄なフォトレジストの固体容量及び粘度が計算値に近づくと
き、前記無駄なフォトレジストはリサイクルされる。
【００１９】
　図１及び図２を参照すると、フォトレジスト再生プロセスとフォトレジスト再生システ
ムにおける前述の監視方法の用途を詳細に例示する。図１は、本発明によるフォトレジス
ト再生プロセスに関するフローチャートである。図２は、フォトレジスト再生システム１
０の概略図である。フォトレジスト再生プロセスは、フォトレジスト再生システム１０で
実行され、それは、無駄なフォトレジスト調整装置１，監視装置２、及び、フィルタリン
グ装置２を有し、前記無駄なフォトレジスト調整装置１は、ロータリー蒸発器、溶液分配
装置、低温ウォーターバス、及びウォーターパワー吸引ポンプを有し、前記監視装置２は
、分光光度計と粘度計を有し、前記フィルタリング装置３は、少なくとも、1.0乃至0.1μ
ｍからの孔サイズ範囲を備えたフィルタを有する。
【００２０】
　本発明のフォトレジスト再生プロセスでは、半導体プロセスでの無駄なフォトレジスト
は、無駄なフォトレジスト調整装置１に位置し、システム温度は０乃至４０度の間で管理
され、好ましくは３０度であり、リサイクルされたフォトレジスト溶液の固体容量及び粘
度は、監視装置２の分光光度計２１及び粘度計２２を使用して監視され、無駄なフォトレ
ジストが、そのプロセスで使用されるクリーニング溶液によってその固体容量が低すぎる
ポイントまで希釈された場合には、無駄フォトレジスト調整装置１のロータリー蒸発器を
３ｃｍＨｇより低い絶対圧力で使用して過剰な溶液が除去され、無駄なフォトレジストが
、そのプロセスの空気吸引によって、その固体容量が高すぎるポイントまで凝縮された場
合には、無駄なフォトレジストの固体容量を低下させるために、無駄フォトレジスト調整
装置１の溶液分配装置を介してフォトレジストシンナーが加えられる。本発明で使用され
るフォトレジストシンナーは、プロピレングリコールモノメチルエーテル（ＰＭ）とプロ
ピレングリコールモノメチルエーテルプロピオナート（ＰＭＰ）の混合溶液であるのが好
ましい。フォトレジストシンナーで希釈され又は低圧下の状況の処理では、無駄なフォト
レジスト溶液の吸光度及び粘度は、最後の吸光度及び粘度が、式（Ｉ）を介して得られた
値に届くまで、監視装置２の分光光度計２１及び粘度計２２によって監視され、吸光度は
、４００乃至７００nmの範囲、好ましくは590nmで測定され、最後に、調節された固体容
量の無駄なフォトレジストは、溶液から粒子を除去するために濾過（フィルタリング）装
置３を介して通され、前記濾過装置３は、一列に並んで配置された1.0μｍ、０．２μｍ
、及び０．１μｍのフィルタ部材を有するのが好ましく、調整された固体容量を備え、濾
過装置３を介して通された無駄なフォトレジストは、再利用可能な再生されたフォトレジ
ストである。
【００２１】
　本発明の再生されたフォトレジストは、
　　再生されたフォトレジストを基板にコーティングし、
　　基板をベーキングし、
　　フォトマスクの使用を伴い電子ビーム又は高エネルギビームに基板を晒し、
　　パターンを現像するために特別な溶液を使用する、
　ステップを有する、半導体プロセスのパターン形成に使用されうる。
【００２２】
　本発明は更に、実施例の例示で表されるが、実施例でなされる記述は、本発明の実際の
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用途に限定するように解釈されるべきではない。
【実施例】
【００２３】
実験装置
　図２に示したように、この実施例の実験装置は、ロータリー蒸発器と、溶液分配装置と
、低温ウォーターバスと、ウォーターパワー吸引ポンプとを含む無駄フォトレジスト調整
装置と；分光光度計と粘度計を含む監視装置と；一列に並んで配置された1.0μｍ、０．
２μｍ、及び０．１μｍのフィルタ部材を備えた濾過（フィルタリング）装置と、を有す
る。
【００２４】
吸光度－固体容量　較正曲線
　ビーカー内に４，８，１２，及び１６ｍＬのフォトレジストをそれぞれピペットでとり
、次いで、フォトレジストシンナー（プロピレングリコールモノメチルエーテル（ＰＭ）
とプロピレングリコールモノメチルエーテルプロピオナート（ＰＭＰ）の混合溶液）を２
０ｍＬまで加える。４つの希釈されたフォトレジスト及び希釈されないフォトレジストの
吸光度を590nmで1mmの光パスセルで測定する。固体容量を求めるために、既知の重さのガ
ラス容器に５ｍLのフォトレジストをピペットでとり、フォトレジストが乾燥するまで８
０度のオーブンでガラス容器をベーキングし、それが室温に達した後にガラス容器の重さ
を量る。吸光度と固体容量との間の関係を図３に示し、そこから数式を導き出す；
　吸光度＝1.0105×固体容量＋0.0344　・・・・（III）
　R2＝0.9671
　この結果は、固体容量と吸光度が互いに正比例することを示す。得られた吸光度－固体
容量較正曲線は、吸光度を監視することにより所望の固体容量を求めるのに使用される。
【００２５】
無駄なフォトレジストの物理特性の測定
　異なるコーティングプロセスが使用されるならば、無駄なフォトレジストは、大量の使
用される溶液によって希釈され、又は、空気吸引の結果として濃縮される。この例では、
新鮮なフォトレジストの物理特性と、半導体プロセスで希釈及び濃縮された無駄なフォト
レジストの物理特性とが、フォトレジスト再生プロセスに関するリファレンスとして比較
される。
【００２６】
　この例では、新鮮なフォトレジストの粘度、吸光度、及び密度、並びに、プロセスから
の希釈された無駄なフォトレジスト及び濃縮されたフォトレジストは、技術分野で知られ
た方法を使用して測定され、それらの固体容量は、ここで式（III）から導出される。結
果を表１に示す。吸光度は、590nmの波長で測定される。
【００２７】
　　　　　　　　　　　　　　　　　表１

【００２８】
　示したように、希釈された無駄なフォトレジストの密度、固体容量、及び粘度は、新鮮
なフォトレジストのそれらの値よりも小さく、濃縮された無駄なフォトレジストのそれら
の値は新鮮なフォトレジストよりも大きくなる。
【００２９】
数量化式
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　異なる粘度の再生されたフォトレジストに、フォトレジストシンナー（ＰＭとＰＭＰの
混合）で無駄なフォトレジストを希釈する。５９０ｎｍでそれらの吸光度を測定し、上記
式（III）から固体容量を計算する。次いで、１５００ｒｐｍの一定のスピン速度下で、
異なる粘度を有する再生されたフォトレジストを基板にコーティングし、Nanospacでフォ
トレジストのスピンコーティングされた膜厚を測定する。結果を表２に示す。
【００３０】
　　　　　　　　　　　　　　　　表２

【００３１】
　表２の実験データに回帰解析を適用することにより、以下の式が導出される；
　　ｌｎ（Ｈf）＝αxｌｎ（Ｃ0）＋βxｌｎ（μ0）＋7.926　・・・（IV）
　　　　　　　　　α＝0.520
　　　　　　　　　β＝0.737
　　　　　　　　　ｒ2＝0.948
　一定スピン速度（この例では、1500rpm）下で、目標厚さに対応するフォトレジストの
固体容量及び粘度は、上記式から得られる。例えば、フォトレジストの目標厚さが10750
Åのとき、その固体容量及び粘度は、以下の式（Ｖ）を満たす必要がある：
　　Ｋ＝αxｌｎ（Ｃ0）＋βxｌｎ（μ0）＝1.36　・・・（Ｖ）
【００３２】
フォトレジスト再生プロセス
　この例では、無駄なフォトレジストは、２つの方法のうちの一つで処理され、無駄なフ
ォトレジストが希釈された状態であるとき、無駄な溶液は、過剰なクリーニング溶液を除
去するために低圧下で、凝縮させるためにロータリー蒸発器に配置され；作動圧力が3cm-
Hg下に保持され、温度が３０度下に管理され；無駄なフォトレジストが濃縮された状態で
あるとき、無駄なフォトレジストが、その粘度及び固体容量に調節するためにＰＭとＰＭ
Ｐの混合物で希釈される。濃縮又は希釈のプロセスにおいて、無駄なフォトレジストは59
0nmの波長で分光光度計によって監視され、その粘度が測定される。濃縮時間又は加えら
れた希釈溶液の量が、式Ｖを使用して求められる。無駄なフォトレジストの吸光度及び粘
度が式Ｖを満たすとき、濃縮又は希釈プロセスはストップされる。次いで、調節された無
駄なフォトレジストが、半導体プロセスの要求を満たすように、その中の粒子を除去する
ために連続して、1.0μｍ、０．２μｍ、及び０．１μｍのフィルタを通過する。かかる
調節され、濾過された無駄なフォトレジストは、再生されたフォトレジストとして再利用
され、固体されたスピン速度下で10750Åの膜厚を作り出す。
【００３３】
再生されたフォトレジストの品質の決定
　この例では、再生されたフォトレジストは以下の仕方でテストされる：５秒加速時間、
、１７秒間で1500ｒｐｍのスピン速度下でKaijoスピンコータを使用して、クロムめっき
ガラス基板に再生されたフォトレジストを分配する。その後、１００度で１８秒間、ガラ
ス基板をソフトベーキングする。膜厚と均一性を測定するためにNanspacを使用する。結
果を表３に示す。
【００３４】
　次いで、以下のステップにより、半導体プロセスで適用可能な再生されたフォトレジス
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フトベーキングされフォトレジストコーティングされた基板を露光し、次いで、2.38%の
水酸化テトラメチルアンモニウム(TMAH)で現像され、表３に示したような結果を試す。
【００３５】
　　　　　　　　　　　　　　　　　表３

【００３６】
　本発明によるフォトレジスト再生プロセスを使用してリサイクルされ再生されたフォト
レジストの膜厚及び均一性は、半導体プロセスの要求を満たし、更に、露光及び現像もプ
ロセスの要求を満たすことを結果は示している。
【００３７】
　本発明の好ましい実施形態を例示として開示した。しかしながら、例示は発明の範囲の
実際の適用を限定して解釈するべきではなく、他の実施形態を含む添付の請求の範囲、及
び本発明の精神から逸脱することなく全ての修正及び変更は、本発明の請求の範囲及び保
護された範囲内のものである。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明によるフォトレジスト再生に関するフローチャートを示す。
【図２】本発明によるフォトレジスト再生システムの概略図を示す。
【図３】固体容量対吸光度の較正曲線である。



(10) JP 4188294 B2 2008.11.26

【図１】 【図２】

【図３】



(11) JP 4188294 B2 2008.11.26

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  頼慶智
            台湾新竹市北區東大路３段４３９巷９－３號５樓
(72)発明者  張芳誠
            台湾嘉義市東區林森東路８４２巷５弄１號
(72)発明者  陳銘恩
            台湾台南市東區東門路１段２３９號
(72)発明者  朱榮祥
            台湾新竹市東區南大路４７３巷７弄９號
(72)発明者  蕭光玲
            台湾台北市士林區中正路２１２巷７弄２號４樓
(72)発明者  姜玉玲
            台湾新竹縣竹東鎮員山里１８０號

    審査官  倉持　俊輔

(56)参考文献  特開２００１－１００４２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－０３４１２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３３２４７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１５１９０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０２３３８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１６２８１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－０８２６０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－２０３８０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２４５２２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２６２７２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１３３６１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              Dietrich Meyerhofer，Characteristics of resist films produced by spinning，Journal of 
              Applied Physics，米国，American Institute of Physics，１９７８年　７月，Vol.49, No.7，
              p.3993-3997

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｆ　　７／２６－７／４２，
              Ｈ０１Ｌ　２１／０２７


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

